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Name: Dr. Remigijus (Remis) GASKA, Ph.D. (remis.gaska@gmail.com)  
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Chief Advisor to the President and CEO 
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substrates and threads 
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1981 - 1992 Vilnius University, Vilnius, Lithuania  
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              1996 Wayne State University, Detroit, MI 
  Ph. D. in Electrical Engineering 
              1988 Vilnius University, Vilnius, Lithuania  
   Ph. D. in Physics 
 
PUBLICATIONS:  Over 500 technical publications and conference presentations, first book on 

Solid State Lighting and more than 200 patents 
 
MEMBERSHIP:   Senior Member IEEE, Life Member SPIE 



Laudacija 

siūlymui suteikti Vilniaus universiteto garbės daktaro vardą 

dr. Remigijui Gaškai 

Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto absolventas, FiDi12 pirmininkas Remigijus Gaška 

Fizikos mokslų daktaro (PhD) laipsnį gavo 1988 m. Vilniaus universitete. Po doktorantūros JAV 

universitete Wayne State University jam buvo suteiktas elektronikos inžinerijos PhD laipsnis (1996 

m.). 1998 m. jis sukūrė pirmus pasaulyje didelės galios GaN tranzistorius. Po sėkmingos 

akademinės karjeros JAV universitetuose University of Virginia ir Rensselaer Polytechnic Institute 

(RPI), jis tapo RPI atžalinės įmonės Sensor Electronic Technology, Inc., pirmosios pasaulyje 

firmos, sukūrusios ir pramoniniu mastu pradėjusios gaminti gilaus ultravioleto šviestukus (LEDs) 

pramoniniams, kariniams ir komerciniams taikymams, bendrasteigėjas, prezidentas ir vykdantysis 

direktorius. JAV Gynybos Departamentas paskelbė Sensor Electronic Technology, Inc. sekmės 

istorija technologinių inovacijų srityje 2008 m. ir 2019 m.. Su bendraautoriais paskelbė virš 360 

mokslinių straipsnių (cituoti virš 11800 kartų, Hirsh rodiklis H = 61), gavo virš 200 JAV ir 

tarptautinių patentų. Jam suteiktos International Society for Optics and Photonics premija The Best 

Innovation in Optics Award (2008), Tibbets Award (2012, įteikta Baltuosiuose Rūmuose), Lietuvos 

mokslo premija (2009), Lietuvos mokslo premija užsienio lietuviams mokslininkams (2015). Šiuo 

metu jis yra JAV startuolio UVTON, Inc., steigėjas, prezidentas ir vykdantysis direktorius. 

Nuo 2000 m. nominantas skatino Lietuvoje trečiosios grupės nitridinių puslaidininkių tyrimus, 

tiems tyrimams teikė tuo metu priešakinius parametrus siekiančius bandinius. Tai sudarė sąlygas 

Lietuvoje plėtoti medžiagų, perspektyvių panaudoti regimojoje ir ultravioletinėje srityje 

emituojančių šviestukų kūrimui, tyrimus bei šios naujos apšvietimo technologijos taikymus 

daržininkystėje, meno kūrinių apšvietime ir kitose nišinėse prietaikose bei tobulinant šviestukinio 

apšvietimo sistemas didžiausioje šviestukų rinkoje – bendrajame apšvietime. Bendradarbiavimas 

su dr. R. Gaška Lietuvos mokslininkams padėjo gauti NATO ir JAV Gynybos departamento tyrimų 

programų projektus. Šis bendradarbiavimas stimuliavo bent trijų startuolių atsiradimą Lietuvoje. 

Ši tematika atsispindėjo formuojant Saulėtekio slėnio tyrimų kryptis, dr. R. Gaška daug padėjo 

šiame slėnyje kuriant trečiosios grupės nitridinių puslaidininkių auginimo technologinę bazę ir 

kuriant eksperimentinius kompleksus šių medžiagų bei jų darinių charakterizavimui.  

Atliekant bendrus su dr. R. Gaška tyrimus, virš 15 Lietuvos mokslininkų ir studentų po keletą 

mėnesių ar ilgiau dirbo JAV RPI ir Pietų Karolinos universitetuose. Su bendraautoriais iš VU 

Fizikos fakulteto dr. R. Gaska yra paskelbęs daugiau nei 110 straipsnių, pacituotų daugiau nei 2100 

kartų, ir pateikęs keletą patentų. Dr. R. Gaškai pakvietus į RPI VU prof. A. Žukauską buvo parašyta 

pirmoji pasaulyje jo, prof. A. Žukausko ir RPI profesoriaus M. Shur knyga apie šviestukinį 

apšvietimą Solid-State Lighting, kuri yra išversta ir į kinų kalbą.  

Nuo 2013 m. dr. R. Gaška kasmet finansuoja premijas dviem VU Fizikos fakulteto studentams, 

parengusiems geriausius bakalauro studijų baigiamuosius darbus.   
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